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【背景と目的】これまで使用されてきた a-Si TFTの代替材料として酸化物半導体 TFTが注目され
ている．その特徴としてアモルファス相での高い電子移動度，高い透明度，低いリーク電流，様々
な製造プロセスへの高い適応性が挙げられる．中でも溶液プロセスは，非真空プロセスのため低
コストでかつ大面積のデバイス形成が可能である．また，次世代フレキシブルデバイスの条件と
してプロセスの低温化が必要とされている．今まで我々は硝酸インジウムを用いた炭素を含まな
い水系前駆体溶液を作製し，酸化インジウム（In2O3）TFT の低温化を進めてきた．今回我々は，
短波長のエキシマ光を用いた光アシストアニーリング[1]に注目し，硝酸インジウムと水のみが含
まれている状態の薄膜にエキシマランプを照射することで，200℃程度の熱処理と同様の効果があ
ることを赤外分光測定（FT-IR）から見出したのでそれらの結果について報告する． 

【実験と結果】硝酸インジウム三水和物，超純水を用いて濃度 0.3 mol/Lの In2O3前駆体溶液を作
製した．作製した前駆体溶液を用いて a 面サファイア基板上にスピンコート法により薄膜を形成
した．スピンコート後の薄膜にエキシマランプ（ウシオ電機㈱製，波長 172 nm，照度 10 mW/cm2） 
を 30 分と 90 分照射した．図 1 にエキシマ光照射時間の異なる薄膜を 100℃から 300℃まで順に
30 分ずつアニールさせ FT-IR 測定を行った結果を示し，特に水酸基（OH 基）の伸縮振動による
吸収 3600-3200cm-1付近に注目した．エキシマランプを 30 分照射することにより OH 基が大幅に
減少し，照射時間を長くすることでさらに減少することが確認できた．エキシマ光の高いフォト
ンエネルギーにより H2Oが水素基と OH 基に分解され，さらに OH基が水素と酸素に解離するこ
とで酸素が In と結合することにより In2O3の形成が促進されることから，実験結果の OH 基の減
少はこの分解プロセスが起こっていることを示唆している[2]．次に，図 1の As-depo．の 3400cm-1

の OH基スペクトルピークを 100%として，各スペクトルを規格化して OH基の存在比を求めたも
のを図 2に示す．エキシマランプを照射せず 200℃で焼結した基板とエキシマランプを 90分照射
し 100℃で焼結した基板の OH基の量が同等であることを確認した．このことから，これまで TFT

動作に必要な 200℃の熱処理効果が，エキシマ光アシストアニーリングと 100℃の熱処理で実現で
きる可能性がある．当日は XRD による結晶性評価のほか，電気特性なども関連付けて報告する． 

【参考文献】[1] S. Park et al., Adv. Funct. Mater. 25, 2807 (2015)., [2] M. Miyakawa et al. Scientific 

Reports. 8, 12825 (2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 FT-IRスペクトル（エキシマ光照射時間依存性）． 図 2 規格化された OH基の存在比． 
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